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< (57) Abstract: The invention relates to a device for depositing especially crystalline layers on an espccially crystalline substrate (1),
comprising a high-frequency heated substrate support (2) from a conductive material on which the substrate (1) is two-dimension-
ally supported, and which comprises a zone (3) of higher conductivity. The system is specifically characterized in that the higher
I~ conductivily zone is associaled with the surface of support of the substrate (1) and substantially corresponds to the area occupied by
the substrate. Further, the zone on which the substrate rests heats up more than the substrate surface surrounding the substrate.
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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Abscheiden insbesondere kristalliner Schichten auf einem
insbesondere kristallinen Substrat (1) mit einem hochfrequenzbeheizten Substrathalter (2) aus leitfihigem Material zur flichenauf-
liegenden Halterung des Substrates (1), welcher Substrathalter (2) eine Zone (3) hoherer elektrischer Leittihigkeit anfweist. Es ist
vorgesehen, dass die héher elektrisch leitfihige Zone der Auflagefliche des Substrates (1) zugeordnet ist, wobei diese Zone im We-
sentlichen der vom Substrat eingenommenen Fliche entspricht. Zufolge dieser MaBnahme wird die Zone, auf welcher das Substrat
liegt, heiBer, als die das Substrat umgebende Substratoberfldche. (Fig. 2)
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